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특허청  

청  1 

 1 ;

상   1 에 여 치 는  2 ; 

복수  들  포 는 시  측에 치 고, 상   1  상에  실링 층; 

상  실링 층과 상   2  사 에 개재 어 상   1 과 상   2   착 는 실링

재  포 고,

상  실링 층  그 (mesh)  갖는 그  층  포 는 것  특징  는 시 .

청  2 

 1 에 어 , 상  실링 층 ,

상   1  상에   1 연층;

상  시 에  게 트 극과 동  질  고, 상   1 연층 상에   1 층; 

상   1 층 상에   2 연층   포 고,

상  그  층  상   2 연층 상에  것  특징  는 시 .

청  3 

 2 에 어 , 상  그  층 ,

상  시 에  스/드  극과 동  질    2 층; 

상  시 에  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  질  고, 상   2 층 상에 

 3 층  포 는 것  특징  는 시 .

청  4 

 2 에 어 , 상  그  층  어도 는 상   1 층과 연결 는 것  특징  는 시

.

청  5 

 2 에 어 , 상   1 연층, 상   1 층,  상   2 연층 각각  어도 는 그  

 가지는 것  특징  는 시 .

청  6 

 2 에 어 , 상   1 연층, 상   1 층, 상   2 연층,  상  그  층 간에 단차

가 는 것  특징  는 시 .

청  7 

 2 에 어 ,

상   1 층  알루미늄(Al), 몰리브 (Mo), 크 (Cr), 스 (W), 리(Cu), (Au), (Ag), 니 (Ni),

 들   는   어느 나  것  특징  는 시 .

청  8 

 2 에 어 , 상  그  층  상   1 층  가 리  100㎛ 내지 150㎛  거리  고

는 것  특징  는 시 .
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청  9 

 2 에 어 , 상   1 연층  상  시 에  층  게 트 연막과 각각 동  질

 복수  층들  포 는 다 층  가지는 것  특징  는 시 .

청  10 

 1 에 어 , 상  그  층  폭  3㎛ 내지 10㎛  그   갖는 것  특징  는 시

.

청  11 

 1 에 어 , 상  그  층  간 거리가 3㎛ 내지 10㎛  그   갖는 것  특징  는

시 .

청  12 

 1 에 어 , 상  그  층  상  시 에  스/드  극과 동  질    2

층  포 는 것  특징  는 시 .

청  13 

 12  에  어 ,  상   2  층  알루미늄(Al),  몰리브 (Mo),  크 (Cr),  스 (W),  리(Cu),  

(Au),  (Ag),  니 (Ni),   들   는   어느 나  것  특징  는 시

.

청  14 

 12 에 어 , 상   2 층  께는 0.3㎛ 내지 0.7㎛  것  특징  는 시 .

청  15 

 1 에 어 , 상  그  층  상  시 에  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  질

  3 층  포 는 것  특징  는 시 .

청  16 

 15 에 어 , 상   3 층  듐틴 사 드(ITO), 듐징크 사 드(IZO), (Ag),  들  

 는   어느 나  것  특징  는 시 .

청  17 

 15 에 어 , 상   3 층  께는 0.1㎛ 내지 0.5㎛  것  특징  는 시 .

청  18 

복수  들  비 는 시 ;

상  들에 스캔 신  공 는 스캔 동 ;

상  들에  신  공 는  동 ; 

상  스캔 동   상   동  어 는 타  어  포 고,

상  시 ,

 1 ;

상   1 에 여 치 는  2 ; 

상  복수  들  포 는 시  측에 치 고, 상   1  상에  실링 층; 

상  실링 층과 상   2  사 에 개재 어 상   1 과 상   2   착 는 실링
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재  포 고,

상  실링 층  상   1  상에   1 연층;

상  시 에  게 트 극과 동  질  고, 상   1 연층 상에   1 층;

상   1 층 상에   2 연층;  

상   2 연층 상에  그   갖는 그  층  포 는 것  특징  는   

시 치.

청  19 

 18 에 어 , 상  그  층 ,

상  시 에  스/드  극과 동  질    2 층; 

상  시 에  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  질  고, 상   2 층 상에 

 3 층  포 는 것  특징  는   시 치.

청  20 

 18 에 어 , 상   1 연층, 상   1 층,  상   2 연층 각각  어도 는 그  

 가지는 것  특징  는   시 치.

  

 술  야

본  시 치에  것 , 보다 상 게는 시    포 는   시 치에 [0001]

것 다.

 경  술

  는 수 과 산 에 매우 민감 여, 수 나 산 에  그 특  변 어 능  [0002]

고 수  단  수 다. 라 ,    실링 여  수 과 산  침  억 는 술  연

고 다.

근에는 질  릿(frit)에  사 여  착 는   시 치가 안 었다. [0003]

러  릿  공극  보다 아 수  침  억 는  어  우수 므 , 수  침 에   

시 치  능  지  수 다. 지만, 릿  과  착  낮아 리 량  생  수 는

단  다.

 내

결 는 과

본     리 량  지  수 는 시  공 는 것 다.[0004]

본  다   상  시  포 는   시 치  공 는 것 다.[0005]

다만, 본   상  들  는 것  아니 , 본  사상  역  어나지 않는[0006]

에  다양 게  수  것 다.

과  결 수단

본    달  여, 본  실시 들에  시   1 , 상   1 에[0007]

여 치 는  2 , 복수  들  포 는 시  측에 치 고, 상   1  상에 

 실링 층,  상  실링 층과 상   2  사 에 개재 어 상   1 과 상   2 

 착 는 실링 재  포 고, 상  실링 층  그 (mesh)  갖는 그  층  포

수 다.
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 실시 에 , 상  실링 층  상   1  상에   1 연층, 상  시 에  게[0008]

트 극과 동  질  고 상   1 연층 상에   1 층,  상   1 층 상에 

  2 연층   포 고, 상  그  층  상   2 연층 상에  수 다.

 실시 에 , 상  그  층  상  시 에  스/드  극과 동  질   [0009]

2 층,  상  시 에  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  질  고 상   2 층

상에   3 층  포  수 다.

 실시 에 , 상  그  층  어도 는 상   1 층과 연결  수 다.[0010]

 실시 에 , 상   1 연층, 상   1 층,  상   2 연층 각각  어도 는 그[0011]

 가질 수 다.

 실시 에 , 상   1 연층, 상   1 층, 상   2 연층,  상  그  층 간에 단[0012]

차가  수 다.

 실시 에 ,  상   1  층  알루미늄(Al),  몰리브 (Mo),  크 (Cr),  스 (W),  리(Cu),  [0013]

(Au), (Ag), 니 (Ni),  들   는   어느 나  수 다.

 실시 에 , 상  그  층  상   1 층  가 리  100㎛ 내지 150㎛  거리  [0014]

고  수 다.

 실시 에 , 상   1 연층  상  시 에  층  게 트 연막과 각각 동  질[0015]

 복수  층들  포 는 다 층  가질 수 다.

 실시 에 , 상  그  층  폭  3㎛ 내지 10㎛  그   가질 수 다.[0016]

 실시 에 , 상  그  층  간 거리가 3㎛ 내지 10㎛  그   가질 수 다.[0017]

 실시 에 , 상  그  층  상  시 에  스/드  극과 동  질   [0018]

2 층  포  수 다.

 실시 에 ,  상   2  층  알루미늄(Al),  몰리브 (Mo),  크 (Cr),  스 (W),  리(Cu),  [0019]

(Au), (Ag), 니 (Ni),  들   는   어느 나  수 다.

 실시 에 , 상   2 층  께는 0.3㎛ 내지 0.7㎛  수 다.[0020]

 실시 에 , 상  그  층  상  시 에  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  질[0021]

   3 층  포  수 다.

 실시 에 , 상   3 층  듐틴 사 드(ITO), 듐징크 사 드(IZO), (Ag),  들  [0022]

 는   어느 나  수 다.

 실시 에 , 상   3 층  께는 0.1㎛ 내지 0.5㎛  수 다.[0023]

본  다   달  여,  실시 들에    시 치는 복수  들  비[0024]

는 시 , 상  들에 스캔 신  공 는 스캔 동 , 상  들에  신  공 는 

 동 ,  상  스캔 동   상   동  어 는 타  어  포 고, 상  시 

  1 , 상   1 에 여 치 는  2 , 상  복수  들  포 는 시  

측에 치 고, 상   1  상에  실링 층,  상  실링 층과 상   2  사 에 개재

어 상   1 과 상   2   착 는 실링 재  포 고, 상  실링 층  상   1

 상에   1 연층, 상  시 에  게 트 극과 동  질  고, 상   1 연

층 상에   1 층, 상   1 층 상에   2 연층,  상   2 연층 상에  그

  갖는 그  층  포  수 다.

 실시 에 , 상  그  층  상  시 에  스/드  극과 동  질   [0025]

2 층,  상  시 에  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  질  고 상   2 층

상에   3 층  포  수 다.

 실시 에 , 상   1 연층, 상   1 층,  상   2 연층 각각  어도 는 그[0026]

 가질 수 다.
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 과

본  실시 들에  시   상에 열 도 과 사   수 는 그  층  [0027]

여 실링 재   과  착   수 다.

본  실시 들에    시 치는 상  시  비   리 량  지[0028]

수 고,   시 치  능  간 동안 지 어 수  연  수 다.

다만, 본  과는 상  과들  는 것  아니 , 본  사상  역  어나지 않는[0029]

에  다양 게  수  것 다.

도  간단  

도 1a는 그  층  포 지 않는 시  나타내는 단 도 고, 도 1b는 본  실시 들에 [0030]

그  층  포 는 시  나타내는 단 도 다.

도 2는 도 1b  시  실링    나타내는 단 도 다.

도 3는 도 1b  시  실링  다   나타내는 단 도 다.

도 4는 도 1b  시  실링  또 다   나타내는 단 도 다.

도 5는 도 1b  시  실링    나타내는 평 도 다.

도 6는 도 1b  시  과  나타내는 그래 다.

도 7  본  실시 들에    시 치  나타내는 블 도 다.

도 8  본  실시 들에    시 치  포 는   나타내는 블 도 다.

 실시   체  내

본 에 개시 어 는 본  실시 들에 , 특   내지 능  들  단지 본  실시[0031]

    시  것 , 본  실시 들  다양  태  실시  수  본 에 

 실시 들에 는 것  어 는 아니 다.

본  다양  변경  가  수 고 여러 가지 태  가질 수 는 , 특  실시 들  도 에 시 고 본[0032]

에 상 게 고  다. 그러나 는 본  특  개시 태에  는 것  아니 , 본

 사상  술 에 포 는 든 변경, 균등  내지 체  포 는 것  어야 다.

1, 2 등  어는 다양   들  는  사  수 지만, 상  들  상  어들에[0033]

 어 는 안 다. 상  어들  나   다    별 는  사

수 다.  들어, 본  리  탈 지 않  채 1  는 2    수

고, 사 게  2  도 1    수 다.

어   가 다   에 "연결 어" 다거나 " 어" 다고 언  에는, 그 다   [0034]

에 직  연결 어 거나 또는 어  수도 지만, 간에 다   가 재  수도 다고

어야  것 다. 에, 어   가 다   에 "직  연결 어" 다거나 "직  어"

다고 언  에는, 간에 다  가 재 지 않는 것  어야  것 다.  들 간

계  는 다  들,  "~사 에"  "  ~사 에" 또는 "~에 웃 는"과 "~에 직  웃 는" 등

도 마찬가지  어야 다.

본 원에  사  어는 단지 특  실시    사  것 , 본  는 도가[0035]

아니다. 단수   맥상 게 다 게 뜻 지 않는 , 복수   포 다. 본 원에 , "포

다" 또는 "가지다" 등  어는 시  특징, 숫 , 단계, 동 , ,  또는 들   것

재  지 는 것 지, 나 또는 그 상  다  특징들 나 숫 , 단계, 동 , ,  또는

들   것들  재 또는 가 가능  미리 지 않는 것  어야 다.

다 게 지 않는 , 술 거나 과  어  포  여  사 는 든 어들  본 [0036]

는 술 야에  통상  지식  가진 에   는 것과 동  미 다.  사

는 사 에 어 는 것과 같  어들   술  맥상 가지는 미  치 는 미  것
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어야 , 본 원에  게 지 않는 , 상 거나 과도 게 식  미  지

않는다.

, 첨  도 들  참 여, 본  실시 들  보다 상 게 고  다. 도 상  동  [0037]

에 는 동 거나 사  참   사 다.

도 1a는 그  층  포 지 않는 시  나타내는 단 도 고, 도 1b는 본  실시 들에 [0038]

그  층  포 는 시  나타내는 단 도 다.

도 1a  참 , 그  층  포 지 않는 시   1 (10),  2 (90),  1 (10)[0039]

  2 (90)  실링   실링 재(80),  실링 층(20)  포  수 다.  1 (10)  

2 (90)  실링   질  릿(frit) 등   실링 재(80)에  사  수 다.

 , 실링 재(80)   1 (10)과  약  착 에  생 는 리  결    1 

(10) 상에 실리  질 (SiNx) 등    2 연층(38)   수 다. 또 ,  사  

   2 연층(38) 에 게 트 극과 동  질    1 층(36)  비  수 다.

 1 층(36) 에 층  게 트 연막과 각각 동  질   다 층  가지는  1 

연층(32) 가  비 여  1 (10) 체  평탄도  상시키고, 순 들  산 는 상  지  수

다. 지만  같  는  2 연층(38)  낮  열 도    사   는  계

가 어, 여  실링 재(80)   1 (10)과  약  착 에  리 가 생  수 다. 만  열

도     2 연층(38)없  실링 재(80)  게 트 라 과 동  질    1 층

(36)  직  는  사 는 경우,  사에  도가 상승   1 층(36)  상

수 는  생  수 다.

도 1b  참 , 시   2 연층(138) 상에 그  층(160)  포  수 다. 체 , 그[0040]

 층(160)  포 는 시   1 (110),  2 (190),  1 (110)   2 

(190)  실링   실링 재(180),  실링 층(120)  포  수 다. 실링 층(120)   1 

(110) 상에 층  게 트 연막과 각각 동  질   다 층  가지는  1 연층(132), 

1 연층(132) 상에 게 트 극과 동  질    1 층(136),  1 층 상에 층간 연막과

동  질    2 연층(138),  2 연층(138) 상에 스/드  극 /또는 시 에  애

드 극 또는 캐 드 극과 동  질   그  층(160)  포  수 다. 그  층

(160)  그 (mesh)  가짐    수 고,  2 연층(138)  낮  열 도   사

 보 여 실링 재(180)   1 (110)과  착   수 다. 또 , 그   폭과 

간 거리  여  사에  도 상승에 라 생 는 층  상  지  수 다.  같

, 시  실링 층(120)에 그  층(160)  포 는 시  그  층  포 지 않

는 시 에 비  실링 재(180)  실링 층(120)과     수  뿐만 아니라, 열 도

  사   실링 재(180)   1 (110)과  착  고 리 상  지  수

다.

도 2는 도 1b  시  실링    나타내는 단 도 다.[0041]

도 2  참 , 시  실링 는  1 (110),  2 (190),  1 (110)   2 (190)[0042]

 실링 는 실링 재(180),  실링 재(180)   1 (110)과  착  상    1 (110) 상

에  그  층(160)  포 는 실링 층(120)   수 다.

체 ,  1 (110) 또는  2 (190)  스  또는 지   수 다. 또   1 [0043]

(110) 또는  2 (190)  리 ,  라스틱 ,   산   등과 같   연 

  수 다. 여 , 상   라스틱  폴리 미드계 수지, 아크릴계 수지, 폴리아크릴

트계 수지, 폴리카보 트계 수지, 폴리에 계 수지, 폴리에틸  탈 트계 수지, 술폰산계 수지

등  포  수 다.

실링 재(180)는 시  곽  러 아     수  또는 산 가 침 지 않도[0044]

보  수 다. 라 , 실링 재(180)는 수  또는 산  침  억  우수  질   수 다. 

 들어, 실링 재(180)는 별도  습  사  가 없는 질  릿(frit)과 같  재  만들어

질 수 나, 에 는 것  아니다. 실링 재(180)는  등  사 여  후, 경  

1 (110)   2 (190)  시킬 수 다.  실시 에 , 실링 재(180)는 에  
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실링   단  사다리  태   수 다.

실링 층(120) ,  1 (110) 상에   1 연층(132),  1 연층(132) 상에   1 [0045]

층(136),  1 층(136) 상에   2 연층(138),   2 연층(138) 상에 그  층(160)

 수 다.

 1 연층(132)   1 (110) 상에  수 , 시 에  층  게 트 연막과 각각[0046]

동  질   복수  층들  포 는 다 층   수 다.  들어,  1 연층(132)

층과 동  질   층(133)  비 여  1 (110) 체  평탄도  상시키고, 순 들

산 는 상  지  수 ,   는 과도 얻  수 다. 또 ,  1 연층(132)  게

트 연막과 동  질   층(134)  비  수 다. 라   1 연층(132)  층과 동

질  실리  산 (SiOx), 알루미늄 산 (AlOx), 산  늄(HfOx) 등  연  산  등  포  수

, 게 트 연막과 동  질  실리  산 (SiOx), 알루미늄 산 (AlOx), 지 늄 산 (ZrOx)

등   산  등  포  수 다. 그 에도  1 연층(132) 에 라 다양   다 층  

 실링 재(180)  실링 층     수 다.

 1 층(136)   1 연층(132) 상에  수 , 시  게 트 극  시 께  수[0047]

어, 게 트 극과 동  질   수 다.  실시 에 ,  1 층(136)  알루미늄(Al), 몰리브

(Mo), 크 (Cr),  스 (W),  리(Cu),  (Au),  (Ag),  니 (Ni),   들   는 

 어느 나   수 다.

 2 연층(138)   1 층(136) 상에  수 , 시  게 트 극 등과 트랜지스  스/드[0048]

 극 등  연시킬 수 는 층간 연막(Inter Layer Dielectric; ILD)  시 께  수 어, 층

간 연막과 동  질   수 다. 라 ,  2 연층(138)  실리   포  수 다. 

 들 ,  2 연층(138)  실리  산 , 실리  질 , 실리  산질 , 실리  탄질 , 실리  산탄

 등  사 여  수 다. 들  단독  또는  어 사  수 다. 또   2 연층

(138)  그  층(160)과  1 층(136)  연결시키   컨택  포  수 다.

그  층(160)   2 연층(138) 상에  수 , 시 에 는 스/드  극과 동[0049]

질    2 층(162),   2 층(162) 상에 시 에 는 애 드 극 또는 캐 드 극

과 동  질    3 층(164)  포  수 다.  실시 에 , 그  층(160)  어도 

는  1 층(136)과 연결  수 다. 그  층(160)과  1 층(136)  연결 ,  

동시키거나 다  치  결 는 공  등에  생  수 는   1 층(136)  산시키고 

에  량  지  수 다.  2 층(162)   2 연층(138) 상에 그 태  닝 어 열 도

 사  는 역  수  수 다.  2 층(162)  시  스/드  극  시 께

 수 어, 스/드  극과 동  질   수 다.  2 층(162)   열 도

 사    열 도   사    사  수 다.  실시 에 ,  2 층

(162)  알루미늄(Al), 몰리브 (Mo), 크 (Cr), 스 (W), 리(Cu), (Au), (Ag), 니 (Ni),  들

 는   어느 나   수 다.  실시 에 ,  2 층(162)  께는 0.3㎛

내지 0.7㎛   수 다.  2 층(162)  께는 편   시  스/드  극과 동  

께   수 나   보   0.5㎛ 상  께  는 것  람직 다.  3 

층(164)   2 층(162)상에 그 태  닝 어 열 도   사  는 역  수  수

다.  3 층(164)  시  애 드 극 또는 캐 드 극  시 께  수 어, 애 드 극

또는 캐 드 극과 동  질   수 다.  3 층(164)   열 도   사 

  열 도   사    사  수 다.  실시 에 ,  3 층(164)  듐틴

사 드(ITO), 듐징크 사 드(IZO), (Ag),  들   는   어느 나  

수 다.  실시 에 ,  3 층(164)  께는 0.1㎛ 내지 0.5㎛   수 다.  3 층(164)

께는 편   시  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  께   수 나  

보   0.1㎛ 상  께  는 것  람직 다.  실시 에 ,  3 층(164)   3 층

(164)  식각 는 공 에   2 층(162)  미지  지 않도   2 층(162)  감싸는 태  

 수 다.

실링 층(120)  실링 재(180)  실링 층(120)      다양   가질 수[0050]

다.  실시 에 ,  1 연층(132),  1 층(136),   2 연층(138) 각각  어도 는 그
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 가질 수 다.   1 연층(132),  1 층(136),   2 연층(138)에  그  양  

 갖도   1 (110) 지  여    실링 재(180)   1 (110)과

착  과   수 다. 여 ,        1.7㎛ 상  

는 것  람직 다.  실시 에 ,  1 연층(132),  1 층(136),  2 연층(138),  그

층(160) 간에 단차가  수 다. 실링 층(120)  계단식  여 실링 층(120)과 실링

재(180)    욱  수 고,  식각 공 시 다  층  미지  지 않도  닝  수

다.

도 3는 도 1b  시  실링  다   나타내는 단 도 다.[0051]

도 3  참 , 실링 층(120)  그  층  시 에  스/드  극과 동  질  [0052]

  2 층(162)  포  수 다. 체 , 실링 층(120)   1 연층(132),  1 층

(136),  2 연층(138),   2 층(162)  루어진 그  층  포  수 다.  2 층

(162)  시  스/드  극  시 께  수 어, 스/드  극과 동  질  

수 다.  2 층(162)   열 도   사    열 도   사  

 사  수 다.  실시 에 ,  2 층(162)  알루미늄(Al),  몰리브 (Mo),  크 (Cr),  스

(W), 리(Cu), (Au), (Ag), 니 (Ni),  들   는   어느 나   수

다.  실시 에 ,  2 층(162)  께는 0.3㎛ 내지 0.7㎛   수 다.  2 층(162)  

께는 편   시  스/드  극과 동  께   수 나   보  

0.5㎛ 상  께  는 것  람직 다.

시  실링 는 실링 층(120) 에도  1 (110),  2 (190),   1 (110)   2 [0053]

(190)  실링 는 실링 재(180)   수 다. 다만, 에 는 상술   므 , 그에  

복 는  생략  다.

도 4는 도 1b  시  실링  또 다   나타내는 단 도 다.[0054]

도 4  참 , 실링 층(120)  그  층  시 에  애 드 극 또는 캐 드 극과 동[0055]

 질    3 층(164)  포  수 다. 체 , 실링 층(120)   1 연층(132), 

1 층(136),  2 연층(138),   3 층(164)  루어진 그  층  포  수 다.  3

층(164)  시  애 드 극 또는 캐 드 극  시 께  수 어, 애 드 극 또는 캐 드

극과 동  질   수 다.  3 층(164)   열 도   사   

열 도   사    사  수 다.  실시 에 ,  3 층(164)  듐틴 사 드(ITO),

듐징크 사 드(IZO), (Ag),  들   는   어느 나   수 다.  실

시 에 ,  3 층(164)  께는 0.1㎛ 내지 0.5㎛   수 다.  3 층(164)  께는 편

 시  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  께   수 나   보  

0.1㎛ 상  께  는 것  람직 다.

시  실링 는 실링 층(120) 에도  1 (110),  2 (190),   1 (110)   2 [0056]

(190)  실링 는 실링 재(180)   수 다. 다만, 에 는 상술   므 , 그에  

복 는  생략  다.

도 5는 도 1b  시  실링    나타내는 평 도 다.[0057]

도 5  참 , 실링 층  그 양  그  층  포 여 실링 재   1 과  착  [0058]

고, 그  층과  1 층  연결 여 에  량  지  수 다.

체 , 시  실링 층   1 연층,  1 층,  2 연층,  그  층 간에 단차[0059]

 거나  1 연층,  1 층,   2 연층  에  여 그   닝

 실링 재     수 다.  실시 에 ,  1 연층,  1 층,  2 연층,  그

 층 간에 단차가  수 다.  들어,  상에  1 연층  고,  1 연층 상에 

1 층   수 다.  1 층 상  에  2 연층  고,  2 연층 상에 그  

층  그   수 다. 에 라 시  실링 는  1 층과 실링 재가 는 

(210),  2 연층과 실링 재가 는 (230),  그  층과 실링 재가 는 (250)

포  수 다.  같   1 층 상에  2 연층  고,  2 연층 상에 그  층  

 , 각 층간 단차가 도  계단식  ,    수 고, 식각 공 시 다  층
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미지  지 않도  닝  수 다.  실시 에 ,  1 연층,  1 층,   2 연층 각각  

어도 는 그   가질 수 다. ,  1 연층,  1 층,   2 연층  에  

(270)  여 그  층과 같  양  그    수 다.  같 ,  여 실링

재  실링 층     수 고, 실링 재   1 과  착  과   수 

다. 여 ,        1.7㎛ 상  는 것  람직 다.  실시

에 , 상  그  층  상   1 층  가 리  100㎛ 내지 150㎛  거리  고  수

다.   1  층  가 리  그  층  간  거리(W1)  100㎛  내지  150㎛  여   1

연층,  1 층,  2 연층,  그  층 간에 단차   수 는 공간  마  수 다. 

실시 에 , 그  층  폭(W2)  3㎛ 내지 10㎛  그   가질 수 다.  실시 에 , 그

층  간 거리(W3)가 3㎛ 내지 10㎛  그   가질 수 다. 그  층  폭(W2)과 간 거

리(W3)는 에  열 도 과 사  도  에 지에  상 지 않도  각각 10

㎛ 가 도   람직 다.

그  층  어도 에  에  량  지  수 도   1 층과 연결 는 연결 (29[0060]

0)  포  수 다.  들어, 복 는 그  층 마다 앙 상에 그  층과  1 층

연결 는 연결 (290)들  포  수 다. 시  동시키는 공 , 또는 다  치  결 는 공  등

에  가 생  수 는  러    시  량  생  수 다.   그  

층과  1 층  연결   산시키는 과  얻  수 므 , 에  시 

량  지  수 다.

도 6는 도 1b  시  과  나타내는 그래 다.[0061]

도 6  참 ,   가에  리 강도  변  실링 에 그  층   경우 리 강[0062]

도  변   수 다. 실링 재  릿  사 고, 릿에  사 여  1 과  2 

 실링  경우  6.08kgf  리  강도  가질  수  다.  리  강도는  실링  재   에  라

커지는 ,   8.7% 가  경우 리 강도는 6.28kgf,   13.4% 가  경우 리 강도

는 6.42kgf  가  수 다. 또 ,  가가 13.4%  같   경우라도, 그  층  비

는 경우 열 도 과 에  사  늘어나므  리 강도가 6.88kgf  가  수 다. 결과

, 실링 층에 그  층  는 경우, 약 13% 도  리 강도가 상  수 다. 라 , 실링

층에 그  층  고,      1 연층,  1 층,  2 연층, 

그  층 간에 단차  거나,  1 연층,  1 층,   2 연층  그  층과 동

양  닝 여   리 강도   수 다.

도 7  본  실시 들에    시 치  나타내는 블 도 다.[0063]

도 7  참 ,   시 치(300)는 시 (320), 스캔 동 (340),  동 (360)  타[0064]

 어 (380)  포  수 다.  실시 에 , 스캔 동 (340),  동 (380)  타  어

(380)는 나  집  (Integrated Circuit; IC)   수 다. 다  실시 에 , 스캔 동 (340),

 동 (360)  타  어 (380)는  다  집  들   수 다.

시 (320)  실링 (310)  포 , 실링 (310)는 도 2에 도시  시  그  층  포[0065]

는 실링  수 다. 체 , 시 (320)   1 ,  1 에 여 치 는  2 , 복

수   포 는 시  측에 치 고  1  상에  실링 층, 실링 층과  2 

사 에 개재 어  1 과  2   착 는 실링 재  포 고, 실링 층   1  상에

  1 연층, 시 에  게 트 극과 동  질  고  1 연층 상에   1 

층,  1 층 상에   2 연층,   2 연층 상에  그   갖는 그  층

포  수 다.  실시 에 , 그  층  시 에  스/드  극과 동  질  

 2 층, 시 에  애 드 극 또는 캐 드 극과 동  질  고  2 층 상에 

  3 층  포  수 다.  실시 에 ,  1 연층,  1 층,   2 연층  그  층

각각  어도 는 그   가질 수 다.  실시 에 , 그  층  어도 는  1 

층과 연결  수 다.  실시 에 ,  1 연층,  1 층,  2 연층,  그  층 간에 단차가

  수 다.  실시 에 ,  1 연층  상  시 에  층  게 트 연막과 각각 동

 질   복수  층들  포 는 다 층  수 다. 다만, 에 는 상술   므 ,

그에  복 는  생략  다.  같  시 (320)  실링 층에 그  층  포
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여, 실링 에   사 시 열 도 과 사   실링 재   1 과  착

  수 다. 특   1 연층,  1 층,   2 연층에  고 단차   실링

재  실링 층     착  욱 상시킬 수 다. 라 ,   시 치(30

0)는  리 량  지 여  수 과 산 가 침 지 않도  보  능  간 동

안 지 고 수  연  수 다.

또  시 (320)  복수  스캔 라 들(SL1, SL2, ..., SLn)  통  스캔 동 (340)  연결 고, 복수[0066]

 라 들(DL1, DL2, ..., DLm)  통   동 (360)  연결 다.  실시 에 , 복수  스캔 라

들(SL1, SL2, ..., SLn)과 복수   라 들(DL1, DL2, ..., DLm)   (315)  연결   실링

(310)  통과 는 경우, 스캔 라 들(SL1, SL2, ..., SLn)과  라 들(DL1, DL2, ..., DLm)  실링

(310)  통과 는  실링 층  지 않  시 (320)  동 는  어   지

않도  닝  수 다. 시 (320)  복수  스캔 라 들(SL1, SL2, ..., SLn)  복수   라 들

(DL1, DL2, ..., DLm)  차 마다 치 는 n*m 개   (315)들  포  수 다.  실시 에 , 

 (315)들  색  들, 색  들  청색  들  포  수 다.

스캔 동 (340)는 복수  스캔 라 들(SL1, SL2, ..., SLn)  통  복수   들 각각에 스캔 신[0067]

공 다.  동 (360)는 복수   라 들(DL1, DL2, ..., DLm)  통  복수   들 각각에

 신  공 다. 타  어 (380)는 복수  타  어 신 들(CTL1, CTL2)  생 여 스캔 동

(340)   동 (360)에 공  들  어 다.

도 8  본  실시 들에    시 치  포 는   나타내는 블 도 다.[0068]

도 8  참 ,  (400)는 (410), 리 치(420),  치(430),  치(440), [0069]

워 라 (450)     시 치(460)  포  수 다.   (400)는 비  카드,  사운드

카드, 리 카드, USB 치 등과 통신 거나, 또는 다  시스 들과 통신  수 는 여러 포트(port)들  

포  수 다.

(410)는 특  계산들 또는 태스크(task)들  수  수 다. 실시 에 라, (410)는 마 크[0070]

(microprocessor),  앙  처리  치(CPU)  등  수  다.  (410)는  어드 스  스(address

bus), 어 스(control bus)   스(data bus) 등  통 여 다   들에 연결  수 다. 실

시 에 라 , (410)는 주변  상 연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 스  같

  스에도 연결  수 다.

리 치(420)는  (400)  동 에  들   수 다.  들어, 리 치(42[0071]

0)는  EPROM(Erasable  Programmable  Read-Only  Memory),  EEPROM(Electrically  Erasable  Programmable  Read-

Only  Memory),  래시 리(Flash  Memory),  PRAM(Phase  Change  Random  Access  Memory),  RRAM(Resistance

Random  Access  Memory),  NFGM(Nano  Floating  Gate  Memory),  PoRAM(Polymer  Random  Access  Memory),

MRAM(Magnetic Random Access Memory), FRAM(Ferroelectric Random Access Memory) 등과 같  비  리

치 /또는 DRAM(Dynamic Random Access Memory), SRAM(Static Random Access Memory),  DRAM 등과 같

  리 치  포  수 다.

 치(430)는  리드  스 트  드라 브(Solid  State  Drive;  SSD),  드  스크  드라 브(Hard  Disk[0072]

Drive;  HDD),  씨 (CD-ROM)  등  포  수  다.   치(440)는  키보드,  키 드,  치 드,

치스크린, 마우스 등과 같   수단,  스 커, 린  등과 같   수단  포  수 다. 워 

라 (450)는  (400)  동 에  워  공  수 다.

  시 치(460)는 도 7    시 치(300)  수  도 1b에 도시  시  포[0073]

수 다. 라    시 치(460)는 실링 재   결  상   리 량  지

수 고,   시 치  능  간 동안 지 어 수  연  수 다.

상, 본  실시 들에  시    포 는   시 치에 여 도  참 여[0074]

지만, 상   시  것  본  술  사상  어나지 않는 에  당 술 

야에  통상  지식  가진 에 여 수   변경  수  것 다.  들어, 상 에 는 스캔 동

  동 가 시  실링  에  것  나, 시  는 에 

는 것  아니다.
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산업상 가능

본    시 치  비   에 다양 게  수 다.  들어, 본  컴퓨 ,[0075]

트 , 지  카 라, 비  캠 , 폰, 스마트폰, 스마트 드, 엠 (PMP), 에 (PDA), MP3 

어, 차량  비게 , 비 폰, 감시 시스 ,  시스 , 동  감지 시스 , 미지 안  시스  등에

 수 다.

상 에 는 본  실시 들  참 여 지만, 당 술 야에  통상  지식  가진 는 [0076]

특허청 에 재  본  사상  역  어나지 않는  내에  본  다양 게 수

 변경시킬 수   것 다.

 

110 :  1 120 : 실링 층[0077]

132 :  1 연층 136 :  1 층

138 :  2 연층 160 : 그  층

162 :  2 층 164 :  3 층

180 : 실링 재 190 :  2 

도

도 1a
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도 1b

도 2
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도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 7

도 8
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